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 要  旨 
単分子磁石は、分子レベルでの情報記録媒体として応用できるこ
とが期待されている。単分子磁石になるために必要な条件は、スピ
ン量子数が大きいこと、一軸異方性が強いことである。NiIIイオンは、
磁気異方性はあるがS = 1と小さいので、単分子磁石の応用は少ない。 
本研究では、基底 S = 3の Ni三核錯体の磁性を調査した。主要骨
格を図 1に示した。[Ni3L3(OH)(X)](ClO4) (L = 2-[(3- dimethylamino 
propylimino)methyl]phenol; X = OCN(１); Cl(２); N3(３))の磁気測定を
行なってきた結果、ゼロ磁場分裂により一軸異方性があることを明
らかにした。この化合物は二面を共有した八面体構造で、O 原子を
頂点とする NiII 三角両錐構造をもつ。一軸異方性は、3-OH
方向への圧縮に起因する。分子全体のスピンが Ni三核面に対
して垂直となる。１、２、３いずれも交流磁化率測定におい
て、HDC = 1000 Oeを印加したときに緩やかな磁化反転が観測
された。パルス磁化測定（図 2）や HF-EPR により単分子磁
石性を明らかにした。また、 [Ni3L3(OH)(X)](Y) (X = OCN, Y = 
NO3 (４); X = N3, Y = NO3 (５); X = Br, Y = ClO4 (６)) の磁気
測定の結果、４と５については１～３と似た挙動を示したた
め、単分子磁石性があると考えられる。６は面内異方性をも
つことが示唆された。 
より対称性の高い[Ni3(tmen)3(OH)Cl4]Cl
1)
(tmen = N, N, N’ 
N’-tetramethylethylenediamine)についても同様の検討を進め
た。しかし、この化合物は交流磁化率において周波数依存を
示さなかったため、単分子磁石にはならないことが分かった。 
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図 2 ２のパルス磁化測定 
図 1 主要骨格 
